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摘要(译)

一种制造有机导电材料的基质排列的方法，特别是在有机发光二极管结
构中。在该方法中，在基板上形成阳极层以及具有与像素矩阵对应的图
案的图案化的光致抗蚀剂层。然后，形成第一有机材料层并气相沉积阴
极层。之后，通过激光烧蚀从要形成不同种类的像素的区域去除阴极层
和位于阴极层下方的第一有机材料层。形成另一有机材料层，然后再次
气相沉积阴极层。然后，激光烧蚀用于清洁要形成另一种不同种类的像
素的区域。重复形成附加的有机材料层和根据不同种类的像素的数量的
阴极层的气相沉积。
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